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Cette présentation s’intéresse a I’analyse sur la tranche de cellules en silicium cristallin a I’échelle
nanométrique, grace a deux techniques de microscopie a sonde locale : la microcopie a sonde de
Kelvin (KPFM) et la microscopie a force atomique a sonde conductrice (CP-AFM). Nous nous
intéresserons particulierement au cas des cellules silicium épitaxié a basse température.

Apres une analyse forces/faiblesses de ces deux techniques, nous donnerons des exemples de
mesures « matériau» et « dispositif» d’intérét pour les cellules solaires silicium cristallin. Un exemple
de mesure « matériau» sera I’analyse de dopage a 1’aide du Resiscope (module avancé du CP-AFM).
Un exemple de mesures « dispositif» sont les analyses KPFM sur des cellules solaires en condition
d’opération. Pour cela nous effectuons des mesures sur la tranche de cellules silicium cristallin
épitaxié (Figure 1). Nous étudierons tout d’abord I’effet de I’illumination (intensité et longueur
d’onde). Puis, nous montrerons des mesures sous tension électrique permettant de cartographier des
effets de résistance et de diode. Lorsque la tension électrique appliquée est modulée en fréquence,
nous montrerons que des mesures de temps de vie a 1’échelle nanométrique sont possibles sur la
tranche des cellules.
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Figure 1 : Schéma de I’analyse de la tranche de cellule silicium épitaxié par mesure de
microscopie a sonde de Kelvin.



